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Θέμα Α 

Α1. 

α.  Σωςτό 

β.  Λάκοσ 

γ.  Σωςτό 

δ.  Σωςτό 

ε.  Λάκοσ 

Α2. 

1→γ. 

2. →ε. 

3. →δ. 

4. →α. 

5. →ςτ. 

Θέμα Β 

Β1.  

 Ωμικι 

 Επαγωγικι  (δεν καταναλώνει ενζργεια) 

 Χωρθτικι  (δεν καταναλώνει ενζργεια) 

 

Β2. Ένα κφκλωμα RLC είναι ςυντονιςμζνο όταν θ τάςθ και το ρεφμα είναι ςυμφαςικά. 

Β3. 

α. Είναι θ διαδικαςία μείωςθσ τθσ άεργθσ ιςχφοσ  

β.  Επιτυγχάνεται με τθν τοποκζτθςθ χωρθτικών καταναλωτών (πυκνωτών) παράλλθλα με το φορτίο. 

γ. Για τθ μείωςθ του ρεφματοσ που διαρρζονται οι αγωγοί τροφοδοςίασ του φορτίου και ζτςι 

περιορίηοναι οι απώλειεσ. 

Θέμα Γ 

Γ1. 𝚰 =
𝚰𝛐

 𝟐
=
𝟒 𝟐

 𝟐
= 𝟒𝚨 

Γ2. Z =  R2 + Xc2 =  302 + 402 =  2500 = 50Ω 

Uεν = ZI = 50 ∗ 4 = 200V 

Γ3.  UR = R ∗ I = 30 ∗ 4 = 120V            UC = Xc ∗ I = 40 ∗ 4 = 160V 
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Γ4. Χc =
1

ωC
=> C =

1

ωXc
=

1

1000∗40
= 0,25 ∗ 10−4 = 2,5 ∗ 10−5 = 25μF 

Θέμα Δ 

Δ1. Ιφ =
Uπ

Ζ
=

400

100
= 4Α                                            Ιγρ = Ιφ ∗  3 = 4 3 Α 

Δ2. Z2 = R2 + XL
2 => XL =  Z2 − R2 =  1002 − 802 = 60Ω      

ΧL = ω ∗ L => L =
ΧL

ω
=

60

2000
= 0,03Η = 30mH 

Δ3.  ςυνφ=
R

Z
=

80

100
= 0,8 

Δ4.  S= 3 ∗ Uπ ∗ Ιγρ =  3 ∗ 400 ∗ 4 3 = 4800VA = 4,8kVA 

 

 

 

 


